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【背景】BiFeO3 の Fe を一部 Co で置換した BiFe0.9Co0.1O3 ( BFCO ) は、室温で傾角コリニア型磁気

構造による強磁性と強誘電性を併せ持つマルチフェロイクス材料である。電場による磁化反転現

象が室温で確認できており、超低消費磁気メモリの実現が期待される 
1)。メモリ化のためには、

分極反転プロセスにおける分極・磁気ドメインの相関を理解し、磁化反転方向を任意に制御でき

ることが求められる。本研究ではカンチレバーを用いた電場印加における分極・磁気ダイナミク

スを理解するため、カンチレバーと下部電極間に生じる電場と、電圧を印加したカンチレバーの

走査に起因する trailing field 
2)と呼ばれる電場の、分極・磁気ドメインに対する影響を調査した。 

【実験方法】パルスレーザー堆積法を用いて、GdScO3 (110) 基板上に下部電極 SrRuO3 20 nm と

BFCO 50 nm を成膜した。分極・磁気ドメインの観察には圧電応答顕微鏡 ( PFM )・磁気力応答顕微

鏡 ( MFM ) を用いた。PFM 測定は面外方向、な

らびに φ = 0°, 90° の面内2方向について行い、像

を重ねて 3D-PFM 像を作成した。 

【実験結果】Fig. 1 (a) には as-grown の BFCO 薄

膜の  3D-PFM 像を示す。BFCO 薄膜は8つの 

〈111〉pc 方向に分極を取りうる 
1) が、as-grown 

では下部電極の影響により、垂直成分が下向き

バリアントのみ存在することがわかる。この観

察箇所に対して、–7 V を印加したカンチレバー

を走査して面外方向の分極反転を起こした結

果が Fig. 1 (b) である。面外方向に分極反転する

と同時に、trailing field の向きに分極方向が制限

された結果が得られた。この観察箇所で、印加

電圧を –7 V のまま、スキャン方向のみ反対にし

て書き込んだ結果、Fig. 1 (c) のように、trailing 

field の向きにすべての分極ドメインが揃えら

れた。これにより、面内方向の分極反転に伴う

磁化反転を繰り返し調べることが可能になっ

た。発表では磁気ドメインの変化も含めた結果

の詳細を述べる。 
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Figure 1 Ferroelectric domain structure changes of BFCO 

film via poling procedures. 3D-PFM images are obtained 

from samples (a) as-grown, (b) after the 1st poling and (c) 

after the 2nd poling. The polarization variants in 3D-PFM 

images are colored as the schematic on the left panels. 
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